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1．背景と研究目的 

 SiCは次世代パワーデバイス材料として、期待されている。SiC結晶の品質は、デバイスの性能や歩留

まりに直結するため、高品質化が求められており、結晶評価手法が重要となる。放射光X線トポグラフ

ィでは転位の位置や種類を同定することができるが、放射光施設での実験が必要であるため、全数を検

査するような方法としては適していない。そこで、我々は偏光顕微鏡による転位の評価に着目をしてい

る。本実験では偏光顕微鏡像とトポグラフィ像を比較することを目的としている。 

 

2．実験内容 

化学気相堆積法（CVD）により作製されたSiC基板を観察試料に用いた。反射配置のX線トポグラフィ

法により結晶中の転位の観察を行った。8.27 keVの単色X線を用いて入射角を約7°として、11-28回折を

用いた。フラットパネルセンサーと原子核乾板により結像を行った。コントラストの弱い貫通刃状転位

を観察するために、カメラ長の調整を行った。 

 

3．結果および考察 

Fig. 1 に、SiC結晶の X 線トポグラフィ像

を示す。大きな点状のコントラストとして結

像される貫通らせん転位に加えて、小さな点

状のコントラストとして結像される貫通刃

状転位が観察できている。また、貫通刃状転

位の白のコントラストのまわりの黒のコン

トラストの位置から刃状転位のバーガース

ベクトルを識別することが可能である。この

X 線トポグラフィ像と偏光顕微鏡による観

察を比較して、偏光顕微鏡観察像から欠陥の

種類を同定する方法を検討する。 
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Fig.1 SiC結晶の X線トポグラフィー像 


